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В последнее время существенно вырос интерес к изучению физико-химиче-
ских свойств галлуазитных нанотрубок (ГНТ) (рис. 1) [1, 2] – доминирующей 
формы естественного галлуазита, глинистого слоистого алюмосиликатного ми-
нерала Al2Si2O5(OH)4 nH2O [3], содержащего межслоевую воду.  
 
 
Рис. 1. Химический состав и структура нанотрубки галлуазита [4] 
 
Наиболее важным направлением в исследование галлуазита является изуче-
ние возможности модифицировании внутренней алюминольной поверхности с 




характеристик нанотрубок. Одна из задач в данном направлении – поиск спосо-
бов активации поверхности ГНТ посредством химического или физического воз-
действия, такого как, например, ионизирующего излучения (ИИ). 
Целью данного исследования являлось изучение характеристик радиаци-
онно-индуцированных сигналов ЭПР в галлуазите различного происхождения 
(необработанный природный галлуазит из разных месторождений и аттестован-
ные эталонные образцы ГНТ), возникающих в результате воздействия ИИ раз-
личной мощности и в широком дозовом диапазоне. 
Показано, что при воздействии ИИ в галлуазите возникают долгоживущие ра-
диационно-индуцированные парамагнитные центры (РИЦ). Наблюдается неко-
торые отличия параметров возникающих парамагнитных центров от происхож-
дения материала, эти отличия могут быть связаны с разной степенью чистоты 
исходных образцов. Интенсивность сигналов ЭПР РИЦ меняется в зависимости 
от дозы ИИ и структуры образца. 
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The ion implantation is an effective method for modification of optical and elec-
tronic properties of functional materials. The goal of the work was to study the optically 
active defects arising during the implantation process ion of quartz glass KUVI (type 
IV) and after the subsequent thermal annealing of the samples. 
The metal-vapor vacuum arc ion source was employed for rhenium ion-beam ob-
taining. Re-cathode was manufactured from rhenium powder of 99.9 wt % purity by 
pulsed magnetic pressing. The 80 keV Re-ions were separated for implanting from the 
overall beam and pulsed-repetitive ion-beam current density has been strictly limited 
